FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES
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FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

Los fusibles RAPIDPLUS gR protegen en todo el rango de sobrecorrientes, tanto contra
sobrecargas como contra cortocircuitos, con lo que ademds de proteger a los disposi-
tivos semiconductores, tambien se protege a los cables y el resto de aparellaje de la
instalacion. Las aplicaciones tipicas comprenden la proteccion de semiconductores

fusibles T S o e 2
inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para soldadura y en general cual-
quier aplicacion donde se precise proteger componentes semiconductores. Estan cer-
tificados segun norma UL248 UL File Nr. E477155

‘ In REFERENCIA EMBALAJE
@ ) SIN CON Uni /CAJA
PERCUTOR PERCUTOR
1 492000 10/100
U 690V AC 2 492001 Y 10/100
3 492002 10/100
PODER 200kA 4 492003 Y 10/100
DECORIE  smaeuinioe 6 492004 Y 10/100
NORMAS b\ 8 492005 Y 10/100
10 492006 Y 10/100
12 492007 Y 10/100
16 492008 ) 10/100
20 492009 Y 10/100
25 492010 10/100
32 492011 Y 10/100
4 492014 10/50
U 690V AC 6 492015 10/50
8 492016 492116 Y 10/50
PODER 200kA 10 492017 N 492117 10/50
ECORTE  snaeuntie 12 492018 N 492118 X 10/50
NORMAS b\ 16 492019 Y 492119 Q) 10/50
20 492020 Y 492120 Y 10/50
25 492021 492121 10/50
32 492022 ) 492122 N 10/50
40 492023 Y 492123 ) 10/50
50 492024 Y 492124 ) 10/50
20 492033 ) 492133 ) 10/50
U 690V AC 25 492034 R 492134 ) 10/50
32 492035 N 492135 10/50
PODER 200kA 40 492036 Y 492136 N 10/50
PECORTE— snaeuorte 50 492037 N 492137 N 10/50
NORMAS b\ 63 492038 N 492138 N 10/50
80 492039 ) 492139 N\ 10/50
100 492040 K 492140 R 10/50
mm_ DIMENSIONES | CARACTERISTICAS | USO EN BASES
t-1 | LIMITACION PORTAFUSIBLES PMX

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-6
UL 248-1

UL 248-13
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Los fusibles RAPIDPLUS &R protegen contra los cortocircuitos y estan disefiados y
construidos para tener unos valores muy reducidos de 12t que garantizan una optima
proteccion de los semiconductores. Presentan una gran resistencia al envejecimiento
ante variaciones as de corriente. Las aplicaciones tipicas comprenden la protec-

fusibles R comvertores vaacres o veloociad de mbtoras (AC y D avancadores sua
ves, relés de estado solido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para sol-
daduray en general cualquier aplicacion donde se precise proteger componentes semi-
conductores. Estan certificados segun norma UL248. UL File Nr. E477155
In REFERENCIA EMBALAJE
® PER(SDIL']‘TOR PEF?C?JNI'OR Uni/GAJA
1 491105 10/100
U 690V AC 2 491107 8 10/100
3 491100 Y 10/100
PODER 200kA 4 491113 10/100
PECORTE— snacmorte 6 491115 10/100
NORMAS b\ 8 491120 Y 10/100
10 491125 10/100
12 491130 10/100
16 491135 10/100
20 491140 Y 10/100
25 491145 10/100
32 491155 10/100
4 491215 10/50
U 690V AC 6 491225 N 10/50
8 491230 ) 491730 M 10/50
PODER 200kA 10 491235 A 491735 10/50
PECORTE - shaemote 12 491237 491737 N 10/50
NORMAS L\ 16 491241 491741 R 10/50
20 491245 491745 10/50
25 491250 491750 W 10/50
32 491260 Y 491760 WY 10/50
40 491265 491765 10/50
50 491270 Y 491770 10/50
20 491300 Y 491800 Y 10/50
U 690V AC 25 491305 Y 491805 Y 10/50
32 491310 N 491810 R 10/50
PODER 200KkA 40 491315 491815 10/50
PECORTE. snaermioe 50 491320 Y 491820 Y 10/50
NORMAS b\ ) 63 491325 A 491825 A 10/50
80 491330 Y 491830 N 10/50
100 491335 491835 10/50
FEM_ DIMENSIONES | CARACTERISTICAS | USO EN BASES
t-1/ LIMITACION PORTAFUSIBLES PMX

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-6
UL 248-1

UL 248-13
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PAG 16
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Los fusibles RAPIDPLUS NH gS protegen en todo el rango de sobrecorrientes, tanto
contra sobrecargas como contra cortocircuitos, con lo que ademas de proteger a los
dispositivos semiconductores, tambien se protege a los cables vy el resto de aparellaje
de la instalacion. Estan optimizados para mantener unos valores bajos de potencia di-
sipada, lo que permite que estos cartuchos fusibles sean montados en cualquier base,
seccionador o interruptor con fusibles. Las aplicaciones tipicas comprenden la protec-
cion de semiconductores (diodos, tiristores, triacs, etc) en rectificadores de potencia,
SAl's, convertidores, variadores de velocidad de motores, arrancadores suaves, relés de
estado sdlido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para soldadura y en
general cualquier aplicacion donde se precise proteger componentes semiconductores
de potencia

In REFERENCIA EMBALAJE
@ (A) Uni /CAJA
20 371025 3/90
U 690V AC 25 371030 3/90
32 371035 3/90
PODER u k:m\m 40 371045 3/90
DL 50 371050 3/90
63 371055 3/90
80 371060 3/90
100 371065 3/90
125 371070 3/60
U 690V AC 160 371075 3/60
PODER 100kA
DF CORTE 30kA @440V DC
125 371250 3/30
U 690V AC 160 371255 3/30
200 371260 3/30
PODER u k;n@%l;tn\v . 250 371270 3/30
UE CORTE 280 371273 3/30
DIMENSIONES CARACTERISTICAS

[N

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4

t-I [ LIMITACION
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FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

Los fusibles RAPIDPLUS NH gS protegen en todo el rango de sobrecorrientes, tanto
contra sobrecargas como contra cortocircuitos, con lo que ademas de proteger a los
dispositivos semiconductores, también se protege a los cables vy el resto de aparellaje
de la instalacion. Estan optimizados para mantener unos valores bajos de potencia di-
sipada, lo que permite que estos cartuchos fusibles sean montados en cualquier base,
seccionador o interruptor con fusibles. Las aplicaciones tipicas comprenden la protec
cion de semiconductores (diodos, tiristores, triacs, etc) en rectificadores de potencia,
SAl's, convertidores, variadores de velocidad de motores, arrancadores suaves, relés de
estado sdlido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para soldadura y en
general cualquier aplicacion donde se precise proteger componentes semiconductores
de potencia

250 371360 3/18
U 690V AC 315 371370 3/18
355 371375 3/18
PODER 100kA 400 371380 3/18
DE CORTE 30kA @550V DG 450 37 1 3 87 318
355 371450 1/15
U 690V AC 400 371455 1/15
450 371463 1/15
PODER 30kt1%05l;0Av . 500 371465 1715
UF CORTE 630 371470 1/15
DIMENSIONES CARACTERISTICAS

[N

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4

t-1/ LIMITACION

PAG 6O
PAG28O

PAG 25
PAG2/©
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aR Los fusibles RAPIDPLUS NH aR tienen unos valores de 12t muy bajos gracias al disefio
de sus elementos de fusion, que estan realizados en plata pura. La arena esta solidifi-
cada, lo que proporciona un excelente control del arco electrico, un alto poder de corte
N H v un buen comportamiento ante el trabajo ciclico. Estos cartuchos fusibles poseen un
H indicador de fusion que puede emplearse como indicador visual o para actuar un mi-
fu Sl b | es crorruptor que se coloca directamente sobre el fusible. Las aplicaciones tipicas com-
prenden la proteccion de semiconductores (diodos, tiristores, triacs, etc) en rectificado-
res de potencia, SAl's, convertidores, variadores de velocidad de motores, arrancadores
suaves, relés de estado sdlido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para
soldadura y en general cualquier aplicacion donde se precise proteger componentes
semiconductores de potencia
In REFERENCIA EMBALAJE
@ A Uni /CAJA
16 365020 3/90
U 690V AC 20 365025 3/90
25 365030 3/90
EEDBEO%TE 30k¢12@04|§nAvuc 32 365035 3/90
40 365045 3/90 2}
50 365050 3/90 B:;:/
63 365055 3/90 e
80 365060 3/90 i {
100 365065 3/90 e ]
125 365070 3/90 =
160 365075 3/90 Ll
200 365080 3/90
250 365085 3/90
40 365225 3/30
U 690V AC 50 365230 3/30
63 365235 3/30 i =
z 365240 sy
100 365245 3/30 -
125 365250 3/30 ! 154
160 365255 3/30 cooy. ] 12048
RaDieptys
200 365260 3/30 Ce
250 365270 3/30 Szt
315 365280 3/30 - |
350 365282 3/30
400 365290 3/30
—tf

[N

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4

DIMENSIONES

PAG23©
PAGST ©

CARACTERISTICAS
t-1 | LIMITACION

PAGIU®
PAG3,©

COEFICIENTE DE
CORRECCION Cr

PAG 38
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aR Los fusibles RAPIDPLUS NH aR tienen unos valores de 12t muy bajos gracias al disefio
de sus elementos de fusion, que estan realizados en plata pura. La arena esta solidifi-
cada, lo que proporciona un excelente control del arco electrico, un alto poder de corte
N H v un buen comportamiento ante el trabajo ciclico. Estos cartuchos fusibles poseen un
fu SI b | eS indicador de fusion que puede emplearse como mdwcador visual o para actuar un mi-
crorruptor que se coloca directamente sobre el fusible. Las aplicaciones tipicas com-
prenden la proteccion de semiconductores (diodos, tiristores, triacs, etc) en rectificado-
res de potencia, SAl's, convertidores, variadores de velocidad de motores, arrancadores
suaves, relés de estado solido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para
soldadura y en general cualquier aplicacion donde se precise proteger componentes
semiconductores de potencia

200 365350 3/18
U 690V AC 250 365360 3/18
315 365370 3/18
PODER 120kA 350 365372 3/18
DE CORTE 30kA @550V DC 400 365380 3/18
450 365387 3/18
500 365390 3/18
550 365392 3/18
630 365395 3/18
700 365397 3/18
watt
500 365465 1/15
U 690V AC 550 365467 115 S
630 365470 115 @;\Ll &
365472 T
800 365475 1/15 800 o
900 365480 1/15 R
1000 365485 1/15 C€ Fa

\

[N

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4

DIMENSIONES

PAG33©
PAG30©

CARACTERISTICAS
t-1/ LIMITACION

PAG 34O
PAGE O

COEFICIENTE DE
CORRECCION Cr

PAG 38
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pt=
TENSION CORRIENTE PODER <
ASIGNADA ASIGNADA DE CORTE I
690VAC  1A.32A 200kA =
(690V AC)
30kA
(440V DC)
DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION I2t (K)
K
11
1,0 /4
38 09 £
P . e i ___/_ -
0,7
/] /
10,3 06
I 05 //
- 0,4 %
:'8’5: 0,3 / 1 1 1 1 1 E
0,2 E L — — +—1—
100 200 300 400 500 600 700 U(V)
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)
C
POTENCIAS DISIPADAS 10
09 L/
0,8 /
In 1%t PREARCO 1%t TOTAL POTENCIA DISIPADA POTENCIA DISIPADA 0.7
@690V 0.8-1In In 0,6
A (A%S) (A%S) (W) W) 0,5 y 4
1 0,20 1,2 0,45 0,75 o4 A
2 0,80 26 075 1,40 0.3 = &
0,2 ~ 2
3 2,5 8,0 0,95 1,70 ' g
4 5,6 17 1,13 2,05 01 0 s 60 70 80 9 100 %in
6 16,0 48 1,56 3,00
8 43 38 0,97 1,68
10 6,6 59 1,20 2,09
12 9,6 84 1,69 2,99 TENSIUN DE ARCU [Ul_]
16 17,0 150 2,31 4,27
20 23,5 200 2,86 5,35
U (v)
25 60,2 512 2,94 5,52 2500
32 94,0 800 3,82 7,43 3900 1 =]
2200 N
2100 +——+ " oo KSR S ) = )
T
8 =
00 ———— ]
e
i =
800 L~ 2|
600 -l
200

200 300 400 500 600 700 U(v)
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CARACTERISTICAS t-I

10000 =d4=g=gis=g E‘ééééﬁ&
Hi
1000 l \ \
L
NN
100 ‘.'
2 ..l ‘-“ | 4
o
s 10 ‘ 11 \a
o | S T R Y
=3 | I
[} | HAY
pel
g8 1 i T S S U 1 I W R
5 AR
= | 1 \
0,1
AR R LA
AN AVEEATA WY
0,01 i
£2 == o
Y \\\ ‘\\ \\ %:
S VLY ]
0,001 -+ ™ \\\ \\ w\\\\\ 11
1 10 100 1.000
Corriente prevista (A rms)
Ic (R) lo=2,51 le=v2-|
=2,51p — P
10° . —Ilj
j=
_ 4 yAR,
2 /
o #'/I/ =322 254
g 7 5250 e
L/ A 12A 10A
= 8 e
E 400 W == i 6A
= 4 A
3 -
£ ettt —
-oq-'t, — - =
8 4 AL SEcete =
8 55"’,—-‘/
==
’,.ﬂ“
10° 4
10? 4 10° 4 10° B 10° Ip (A)

Corriente prevista (A ef)
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i
codf S
“R

B OWEE A E
BUOVAC  4A50A  200KA -
Bl
DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION 12t (K
K
1,1

1,0 V4
0,8

0,7 /
8 _ v ! /
- 0,4

‘ 0,3 ,__/

0,2

A
Y

3,7

| 14x51aR |

100 200 300 400 500 600 700 U (V)

COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)

POTENCIAS DISIPADAS ;2 7
OIB f/
07 /-

In 1%t PREARCO 1%t TOTAL POTENCIADISIPADA  POTENCIA DISIPADA A
@690V 0.8-In In 0,6 /

A (A*S) (A*S) w) W) 0,5

4 5,6 17 1,56 2,94 0.4 A
6 16,0 48 2,25 4,20 03

8 38 30 1,18 2,00 02 P
10 59 47 1,41 2,52 =
12 8,4 68 1,95 3,64 40 50 60 70 80 90 100 %lIn
16 15 120 2,67 4,83

20 27 170 2,91 5,40

25 53 333 3,38 6,00 TENSION DE ARCO (U)

14x51 aR

32 108 679 3,72 6,93
40 211 1331 4,13 7,52 U, (v)
50 350 2200 5,36 9,80 500

14x51aR

200 300 400 500 600 700U (V)



Electric

CARACTERISTICAS t-I

RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

gR
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fusibles

10000 =———==_3_Jad<caa<aTTT—FTF 7
EEREESEEPRER
N
1000
HEEER Y
| 1A L | A NI
1110
100 LA
| I ¥ A
= T\ \
8 10
EESIER IS
b WA \
S \ \
o 1 1
= R\
1S | h —
[ 1 1 A
= \ \ \
0,1
T HHH
b Y | | |
N\ \ | |
0,01 .\. = s
AN o YNy o
\ “‘\ ‘\ b WL W Y ﬁ:
__TL\ AVAWAY 3]
0,001 - J AN NN
1 10 100 1.000
Corriente prevista (A rms)
Ic (A) —nE. =2
S Ic=2,5 Ip—l — le=v2-1p
10 Ia
'
4 AN, S0 A
’§ / 41 40 A
g '9' //_...f‘_—___(izA 25 A
° - et — 208 16
s Vi)d Pt = s =L
= L/ 11— A
£ 103 o - - 6A
£ 4A
& ==
E s — ] L
g | = = 1 4 1
3 4 ] = ;/ C - L1
g 13 - T 17
° /155'—..-"‘/
——11 1
5:"/"
2 [ o1
10° 4
10° 4 10° 4 10 4 10° Ip (A)

Corriente prevista (A ef)
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fusibles

gack =
géi:;?;;“z
TENSION CORRIENTE PODER =" 4
ASIGNADA ASIGNADA DE CORTE l
BIOVAC  20A.100A  200KA & B
(690V AC)
30kA
(700V DC)
DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION I2t (K)
[
1,1
58 19
- B 09
Y 0,7
3,7__:i" 22,3 0s
‘ 8 0,4
4—-|
0,3
0,2 1 —
100 200 300 400 500 600 700 U (V)
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)
Cp
POTENCIAS DISIPADAS 1.0 7
09 /
0.8 /
In 1%t PREARCO 1%t TOTAL POTENCIA DISIPADA POTENCIA DISIPADA 0,7
@690V 08-In In 0,6 4
@ (A%s) (A%s) w) w) 0,5 1
20 19 103 3,00 5,25 0,4
25 34 182 3,40 5,85 03 //’ <
32 60 324 4,50 8,20 0.2 P g
40 94 506 6,10 10,80 i i
50 158 856 7,50 13,70 40 50 60 70 80 90 100 %ln
63 375 2025 7,70 14,00
80 634 3422 9,65 17,60
100 1500 8100 10,30 18,00 TENSION DE ARCO [UL:l
U (v)
1600 -
1500 ;
1400 -
1300 ~
1000 ~
900 -
800 - E -
700 5
600 ﬂ“.
500

200 300 400 500 600 700 U(V)
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fusibles

100 AV
- RRS
\Z/ ‘ A\
§ 10
a L WA Y
) LW TR WAY
I \
Q.
g L mi “ 1 -.;i
= | 1 l‘ 'Il Al
0.1 S
0,01 ©
ARARNL T %
\ z AVIAY &
0001 | INNANNNN N y
10 100 1.000 10.000
Corriente prevista (A rms)
CARACTERISTICAS DE LIMITACION
ic (A) lc=2,51p __lc=v2Ip
10* I
IV% s 100 A
= 4 2T A 5 s = 2 B 4 Iy
@ 7/ =1 1] 40 A
S r 7| e T s
= Y AT =]
g 103 ‘- 4‘/:'/’ ﬂ'—://
@
5 air
g 4
3
74
10?
10° 10° 4 10* 4 10° Ip (A)

Corriente prevista (A ef)
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TENSION
ASIGNADA

690V AC

CORRIENTE
ASIGNADA

1A.32A

DIMENSIONES

RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

aR
@ CILINDRICOS 11
fusibles Lu ¥

PODER
DE CORTE |

200KA

(690V AC)

30KA

(700v DC)

COEFICIENTE DE CORRECCION I2t (K)

38

I 10,3

““oo
yo

POTENCIAS DISIPADAS

K
1,1

1,0 /
0,9 /
0,8 yl
0,7

0,6 /
0,5 >
04 ok

0,3 Z

0.2 / i ;

100 200 300 400 500 600

| 10x38aR

700 U(V)

COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)

cp
1,0

POTENCIA DISIPADA
08-In

A (A?S) (A*S) w)

1* 0,20 1,2 0,45

In 1t PREARCO 1% TOTAL

@690V

POTENCIA DISIPADA /
n 06 -

0,9 - /
08 /]

0.7 1 /]

05 /]

0,4

W)

0,75

0,80 2,6 0,75

1,40 0,81 |

1,70 0.2 1 -

4,9 10 0,97

1,69 0,1

2
3 2,5 8,0 0,95
4
6

14,0 28 1,4

—= | 10x38 aR

40 50 60 70

w
o
w
o

00 %ln
2,46

8 3,0 24 0,91

1,62

10 4,7 38 1,23

2,07

12 6,8 54 1,63

TENSION DE ARCO (U)

2,62

16 12,0 96 2,11

3,72

20 18,8 150 2,57

4,50

25 48,0 384 2,60

4,65

32 75,0 600 3,65

6,65

* sin certificado UL

10x38 aR |

200 300 400 500 600 700U(V)
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aR

CARACTERISTICAS t-I

(s) ooueaud ap odwsal]

T T 1
He geExX0L
7
N
LT] | Lot -
- it -\..H.\\ 1l \\\“\
N =" fter=t ol \\
H M-.-H‘ s
N -t - - e
T ves AP
ra o= Lt A
||.q°N amalines g !” l‘ o’
| | wal T -t l \\
vZL Tl L A
| Vor e (L et L V.4
Ve wlll s / \\
~ rq
v9 e |
1 7
—v¥ A
_ i 7
[~ Ve = ’
| W
_
-
o [=] — — - —
[=1 — s =3 =1
— S N,

1.000

100

10

Corriente prevista (A rms)

CARACTERISTICAS DE LIMITACION

MMM <« < <
MMMA < <
".:f_. | e BEXOT
-——f—— a———: —— ———
AL WY
LTARVRAY A WLVRAYENLY \
ALY A\
AW \
A\ ,,,/, A
//—- y’—//— /— /—
—- WA \
2 ,ﬁ_, AT A
o AL .V YA\
i, \ ,, // \
| ,,/,/ A\
“,,." /’ —//-/—/ /— /
o /_l ’—— —’ a—— _——
5 N AARAREY VYN N
et ~ AW\ A Y \
N A Ly
= b WWWAY \
R AL
AANVIYNAN
‘..—f-— —- -—
AR1LNY \ \ \
L\ A\
AN\
N \
h VLR WAYELY
N
NN
.
g © T v T =]
o

(e150.0 7¥) BWIXRW B1UBILI0D

B 10° Ip (A)

10° 10

10°

Corriente prevista (A ef)
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@ CILINDRICOS 1L
fusibles o 2

¢ Rapidolis

Zs0a aR
TENSION CORRIENTE PODER L - “‘
ASIGNADA ASIGNADA DE CORTE
BUOVAC  4A50A  200KA -
30KA
(700V DC)
DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION 12t (K)
K
1,1
1,0 /
+ 7
] -
‘*ﬁ* T 0,4 > é
0,3 ,__/ &)
0,2 e S N B —
100 200 300 400 500 600 700 U(v)
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)
Cp
POTENCIAS DISIPADAS w :
09 7
0,8 /‘(/
Iln  PPREARCO  RTOTAL  POTENCIADISIPADA  POTENCIA DISIPADA - A
@690V 0.8:In In 06 //
(A) (AS) (AS) W) W) 0,5 F,
4 56 14 1,32 2,28 04 1 1
6 16,0 40 1,80 3,18 0,3 ;"_"'
8 4,1 23 1,01 1,69 0.2 P 2]
10 6,3 37 1,39 2,36 AW s i
12 9,1 53 1,63 2,78 40 S50 60 70 80 90 100 %lIn
16 12,4 72 2,43 4,16
20 20,6 119 3,04 5,43
25 36,6 211 3,75 6,11 TENSIUN DE ARCU [Ul_]
32 82,3 475 3,92 717
40 146,3 844 4,52 8,15 UL (v)
50 260,0 1500 5,60 10,6 ‘333 %
2300 e
200
e )
900 " -
800 —
700 -
600 -+
300 1 Inz8A
& =y
R 5
700 = EN
600 +—— -
500

200 300 400 500 600 700U (V)



RAPIDPLUS

64 F
Electric

CARACTERISTICAS t-I

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CILINDRICOS

fusibles

aR

\\

T T 11T
Lt

\

LWAY

ld\l\
L

100

10

1?
o

(s) ooseaud ap odwal]

0,01

0,001 -

1.000

100

10

Corriente prevista (A rms)

CARACTERISTICAS DE LIMITACION

(e150.0 \y¥) BWIXRW B1UBILIOD

s sl =
: lskEk|
N
R
4..,}1_:
AANY \
. W
R
|_ fu-/‘-—_ w}—_-
1\ vf/ra
v./ 1\ \

\\ ' N
=M \\ ,,,/
([N \

- /rf /ﬂ f//_

/ff 3 .-a-f

N AN \

AVA\ WY
WA\
\
55 5 5

4 10° Ip (A)

10° 10*

10

Corriente prevista (A ef)



scff...  RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

@ CILINDRICOS 1L
fusibles g o

S taa W
v €
TENSION CORRIENTE PODER . 4
ASIGNADA ASIGNADA DE CORTE l
BIOVAC  20A.100A  200kA -
(690V AC)
30kA
(700V DC)
DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION I2t (K)
K
< o8 > 0,9 /
| /
+ 0,? 1 il (S 3 - _/_ —
37__ " 22.3 0,6
T 05 7 %
‘ 8 e Pt .
- 03 // g
0,2 +—1——1——-1 I
100 200 300 400 500 600 700 U(V)
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)
cp
POTENCIAS DISIPADAS 10
09 |4
08 V-
In 1%t PREARCO 1%t TOTAL POTENCIA DISIPADA POTENCIA DISIPADA 07 //
@690V 0.8-1In In 0.6 //
® (%) (%) w) w) 0,5 //
20 19 103 3,00 5,25 04 “
25 34 182 3,40 5,85 03 P 5
32 60 324 4,50 8,20 02 = 3
40 94 506 6,10 10,80 o4 £
50 158 856 7,50 13,70 " 40 50 60 70 80 90 100 %lin
63 375 2025 7,70 14,00
80 634 3422 9,65 17,60
100 1500 8100 10,30 18,00 TENSION DE ARCO [UL:l
U, (v)
1600
1500
1400
1300 -
1200 LA
1100
1000
900 -
800 «
700 2
600 g
500

200 300 400 500 600 700U (V)



scff...  RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

@ ‘ CILINDRICOS
fusibles

CARACTERISTICAS t-I

100

-

u
10 '.'.N \\
\

B _‘_ __
— T~ [ 100A

O \ \\\‘\‘ \
o
<4
5 ! e A
o 1 'l‘
3 |1l
I,
5o i ==
— |
\
SRERIEY
“\“\ “\ L WA Y h %:
A Y AWAY @
(R R VA g
0,001 | \ \ \ N \ |
10 100 1.000

Corriente prevista (A rms)

CARACTERISTICAS DE LIMITACION

ic (A) lc=251p —  —lc=v2p
10* T
,3 - 100 A
= B0 A
. y 1 63A
o] 4 V4 I AT s0a
7 Tt
:E, f ﬁ:: :*_’_,..-"’ /”_‘:Z‘: 33: 25 A
s 1 = _—
- 4 =gl -‘/7#;"”
© r.e T T —
£ H— e
O
€
o) -
= ]
g 4
S
o
Y/
10?
10 4 10° 4 10° 4 10°Ip (A)

Corriente prevista (A ef)



RAPIDPLUS

0%

Electric
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES
@ @ 4y L7
@ “ fu3|bles E"’:g e
TENSION CORRIENTE PODER ::_3::5' <:é"~w _
ASIGNADA ASIGNADA DE CORTE = i
690VAC  20A.160A  100KA — ~4
(690V AC)
30kA
(440V DC)
DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION 12t (K)
K
A F 1,1
B 10 ’l
| i 7
i 0,7 /
06 > ]
L 0,5 / g‘_
0.4 / B
'} L S
0,3 3
. ¢ 0,2 +— . . I N W W
D 1 100 200 300 400 500 600 700 U(V)

A B C D EF G H I
NHOOO 49 45 52 785 15 10 95 6 21

J K L
35 40 53

COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)

NHOO* 49 44 52 785 15 10 95 6 29 35 47 59 Cp
1,000
* solo disponible en fusibles para semiconductores gS 0,900 /
0,800 //
0,700
POTENCIAS DISIPADAS G //
0,500 / %
o
0,400 z
In IAPREARCO I3 TOTAL POTENCIADISIPADA POTENCIA DISIPADA 2
@690V 0.8-In In 0,300 - / - I S =
=
A) (A%S) (A%S) W) (W) 0,200 o —
50 60 70 80 90 100 %In
20 31 116 2,9 51 TENSION DE ARCO (Uy)
25 49 181 3,2 5,6
32 96 355 3,9 6,6 U V)
L
40 196 724 4,2 7,2 1600
50 331 1.224 51 8,5 -
63 782 2.897 53 9,1 =
80 1420 5270 6,3 11,0 L0 %
100 2.130 7.880 7,6 13,3 1300 L7
1200 //
1100 4
(]
1000 38‘2‘—
125 3.380 11.550 8,3 14,7 900 Z |
160 6.400 21.840 10,5 18,2 800 %—
700

200 300 400 500 600 700 U(V)



RAPIDPLUS
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Electric

CARACTERISTICAS t-I

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

fusibles

gS
NH

T
wm 00/000HN

el

!

\

AL

. ¥
L §
A

AL
\
AL

\
A\ AN

\

1

10000 -

1000

100

10

(s) ooseaud ap odwal)

0,1

0,01

0,001

1.000

100

10

Corriente prevista (A rms)

CARACTERISTICAS DE LIMITACION

le=2,51p

lc (A)

oo
Y
L ARTLRAN
LUIVAMAY
IARAVY
SN
N 3 ._-d-a-—-___—_—a-——-.‘— 3
N AN
/f ALV
WY
WERANANY
SV
SRR
N AL AN
LAY
\
A
\
\
288 888 8 838 § 8
238 88% & 2°°% "

(e150.0 ) BWIXBW BJUBILIOD

000001
00008
00009

0000%
0000€E

0000z

00001
0008
0009

000%
000€

0002

0001
008

009

00¥
00g

00e

Corriente prevista (A ef)



0%

RAPIDPLUS

Electric
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES
@ @ saly
fUSIb|eS slis
pratn
TENSION CORRIENTE PODER € o
ASIGNADA ASIGNADA DE CORTE _"_"'-5:3
BI0VAC 1250.2804  100KA -
B -
DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION It (K)
K
A F 1,1
1,0 /
} : 7
0,9
! 0s 7
| r 2
o 0,6 //
d .1—4 s BT —
03 ;
c =z
f 1 0,2 —
D ! 100 200 300 400 500 600 700 U(V)

A B C D E F G H |

J K L

COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)

68 62 71,5135 20 10 95 6 39 40 52 64
Cp
1,000
0,900 //
0,800
POTENCIAS DISIPADAS /
0,600 r,
In 1>t PREARCO %t TOTAL POTENCIA DISIPADA POTENCIA DISIPADA S /
@690V 0.8-In In 0,400 @
® (A%S) (A%S) w) W) 0,300 +— / 5 B R L z
125  3.800 11.680 10,7 19,7 0360 ol I I I O
160  6.290 19.300 14,5 253 e W wE e scmabi
200 13120  40.280 16,1 28,6
250 25160  77.230 19,5 33,2
280 37500  115.370 20,1 35,7 TENSION DE ARCO (U})
UL(v)
1600 — —
1500
1400
1300 A
v
1200 //
1100 -
1000
900 - @ -
800 I
700

200 300 400 500 600 700 U(V)



scff...  RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

gS
NH

fusibles
CARACTERISTICAS t-I
of o o <
28888
_Q“’ -— N_NN
10000 _:
1\
AL
\
1000 \ \_ =4
s X ‘.‘\‘. "
\ A\
100 \
NA
= A\
S 10 'EEQE%E%
8 A S SRR Y
—_ 1 13
B AN
2 g \\
= A
] | T A |
0.1 [
—
A | 1
LA
001 WU
S T | G
I
0,001 .
100 1.000 6000
Corriente prevista (A rms)
CARACTERISTICAS DE LIMITACION
le (A) Ic=2,5-|p
50000
30000 //
20000 y _/,280 A
L/ | L250A
= T 12004
2 10000 e 160 A
5 6000 A —125A
£ 4000 B )
g ;? L=
é 2000 /ﬂ_/
% 1000 F"/
£ 600 -
8
400 7
4
200
100
o oQ oo o o9 oogQ 2 oo ogog
R 8% 888 8 88 888 8 88 888
= N 8% 833 g 3F 888

Corriente prevista (A ef)



RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

0%

Electric

fUSIb|eS "l ;:;
o
ASIENADA A DF LORE =
BI0VAC  250A.450A  100KA = - |
S0KA i
DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION 12t (K)
; |

68 62 71,5 150 25

POTENCIAS DISIPADAS

10 95 6

A B C D E F G H I

J K L
53 48 60 72

In

A
250

1%t PREARCO

(A?S)
24.280

1%t TOTAL
@690V

(A?S)
74.460

POTENCIA DISIPADA
0.8-In

W)
18,6

POTENCIA DISIPADA
In

W)
32,2

315

50.660

1565.360

20,8

35,8

355

67.450

206.850

23,4

40,1

400

100.770

309.000

24,4

42,6

450

140.740

431.580

33,9

47,2

0,9
0,8 /

0,7 //
0,6 =
0,5
04 - / =
03 z
0,2 — 1 T T 1
100 200 300 400 500 600 700 wwv)

COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)

Cp
1,000 — — T

0,900

0’800 /

0:?00 /
0,600 /

0,500

0:400 /

0,300
0,200

| NH2gs

50 60 70 8 90

TENSION DE ARCO (U)

100 % In

U (V)

1600
1500

1400 -

1300

1200 -

1100

1000 -

900
800
700

/4

R

NH2 g5

200 300 400

500

600 700 U(V)



scff...  RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

gS
NH

fusibles
CARACTERISTICAS t-I
o of of f <
2LEER
NS T
10000 R LE]
AR
AR 1Y
1000 \; \
N\ '
EE%‘%EEE
100 _
D \\\\‘
8 10 \
g Ty
s A
2 RN LAY
g . \ \ \\
£ =B
2 i
1 111
1 AN
AW
SRR
L ¥ ILEAY
11l
0,01
=g
;_
Z/]
0,001 -
100 1.000 10.000
Corriente prevista (A rms)
CARACTERISTICAS DE LIMITACION
I (A) R
50000
30000 ) ,/ 1 4gg A
20000 EBH— 300 A
_ M _==r
2 10000
e Lt
5 6000
% 4000 —
£ 'd
= 2000 p
£ 4
% 1000 —Z
5 600 ra
(@]
400 —
4
200
100
S 88 888 8 88 888 8 28 888
N oy o002 § 88 888 S 88 838
— o N < (DCOE

Corriente prevista (A ef)



scff...  RAPIDPL

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

o -
T em L
@ @ fUSIb|eS Ei::.: 2
oy .,
ASONDY  ASGNADK DECORTE ?.g"j“
BI0VAC  356A.630A  100KA =
30kA
(650V DC) *_‘
DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION 12t (K)
s ‘ 5 ‘
] 3 =52t
| - 2
0,5 /
0,4 __,....-/ Py
. c 0.2 S ) | 1
L D 1 100 200 300 400 500 600 700 YV

ABCDETFGHI JgKILL COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)

68 62 73 1560 32 10 95 6 70 60 75 87

Cp
o0 7
0,800 /
POTENCIAS DISIPADAS - /

O:EOIJ /

0,500 +——
In 1%t PREARCO 1%t TOTAL POTENCIA DISIPADA POTENCIA DISIPADA /
@690V 0.8-In In 0,400 P
A) (A*S) (A*S) (W) (W) 0,300 / §
355 54.240 151.700 22,7 39,6 0,200 ./ —
400 75.760 211.900 24,3 42,7 50 60 70 80 90 100 %In
450 114.770 320.970 26,3 46,0
500 165.270 462.200 27,6 47,1
630 303.060 847.570 34,3 60,4 TENSIUN DE ARCU [UL]
U(v)
1600
1500
1400 . iE— .« ——
1300 Vs
1200 +——— == _/__ o 1
1100 -
1000
800 z
700 L ——1 1 U S S — -

200 300 400 500 600 700 U(V)



scff...  RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

gS
NH

fusibles
CARACTERISTICAS t-I
ggg
33838
10000 :
A\ B
1000 &‘
\“\
- \
100 \_\_\
‘{\ \
= \‘ \
8 1o A\
o N h Y
3} A AN\
H WL
e AR
= W1t
0,1 ‘ —
0,01 : = BE
1 = 2]
o]
-
%.
0,001 —
100 1.000 10.000

Corriente prevista (A rms)

CARACTERISTICAS DE LIMITACION

Ic (A) lo=254p
50000 630 A
7 TH 500 A
30000 e 450
20000 A wos
=
= :-/4‘__/
g 10000 -
[
5 6000
<
= 4000
© ,/
E ‘
= 2000 y
€ 1
D
£ 1000 ,df
= .
5 600
400
P
vV
200
100
[ I e | ooQ o o9 Ooogo o o9 909
o oo oO0Q o o0 OO0 o oo OoO0Q
NowT oo § 8% 838 8 88 288
- N = Do

Corriente prevista (A ef)



Electric
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES
@ ‘ fu3|bles

{
'i:é
T
L 1 H
1258 §
ey
TENSION CORRIENTE PODER =
ASIGNADA ASIGNADA DE CORTE =
690VAC  16A.250A  120KA —
(690V AC)
30kA
(440Vv DC)
DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION I2t (K)
K
F 1,1 T
B 1,0 —
I 0,9 V4
| 0,8 ' 7
) 0,7 —A
' 0,5 — %
04 =~ 3
c 0,3 ' =
r 1 0,2 — -
L D J ] 100 200 300 400 500 600 700 u(v)
ABCODETFGH I J KL COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)
49 45 52 785 15 10 95 6 21 35 40 53
cp
1,000
0,900 /
0,800 ,/
0,700 /
£ 4
POTENCIAS DISIPADAS 0,600 A
0,500 L/ o
0,400 e
/ (=]
In 12t PREARCO IZt@.I(-;gch POTENg_Ig.?rI‘SIPADA POTENCIII:‘ DISIPADA 0,300 / %
@) (ps) (pes) w) ) G200
50 60 70 80 90 100 %In
16 7 62 2,5 45
20 15 121 2,9 5,2
25 24 200 3,8 6,8
32 33 213 45 8,0 TENSIUN DE ARGU [UL]
40 59 379 5,1 9,1
50 157 1,000 53 9,5 U, (V)
63 290 2.270 6,9 12 1600
80 550 4.300 8,4 15 1500
100 720 5.880 9,5 17 1400 7
-
125 1.410 11.540 11 20 106 L~
160  2.340 19.080 15 26 P i
1200
200 3.490 28.500 20 36 P
250  6.500 53.000 26 46 1100 7
1000 2
900 +< 8-
800 Z.
700

200 300 400 500 600 700 u(v)



FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

RAPIDPLUS

aR
NH
fusibles

CARACTERISTICAS t-I

SLtgLaacasas e 000HN |
2888833333838
3 .
8 /a § & silll _
" HE 000HN = \ + 000001
A /
A / {
L _
\x \\“\ / 1
l.\-.\ |l\\ \ /
s T LA \ _
"] et ot
A= —— A g \ 7 00001

T P = g d
LT T st £ |
vose + 1= FEA S i N = % < {
ooz T 1T =T+ = 527 < {
Fvogr T T T ——1 i i 1 B [
e o l.-lll‘\. llllll - LT T o’ > |
RS e I e 0 =152 ] |

vos -+ [T L —— A o L 000}
v A A —— A 5 w
]| Yod bt — ...l...._lnl.ll.. L AR L~ |-\\\ 3 W H_
H vor =111 L] At Hlll.l\ - - (@] ._
e |
vsz (LI — [+ 1| ,_
voz |11 — || A [

1 voL \ L ool
|
o {
|
|

Lol

(s) ooseaud ap odwal] m m o

10000

(e1S240 \y3) BWIXBW 81UBILI0D

CARACTERISTICAS DE LIMITACION

Corriente prevista (A ef)



0%

DIMENSIONES

Electric

690V AC

@ @ fUSIb|eS

TENSION

CORRIENTE
ASIGNADA ASIGNADA

40A.400A  120KA =

RAPIDPLU

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

10

i
o
I8

Qéggjﬁ n :

PODER
DE CORTE

g
J‘fg

¥

{;

!

I

fi
L]

(690V AC)

J0kA b

(5650V DC)

COEFICIENTE DE CORRECCION I2t (K)

K
11

1,0
o I I I I 4
’ | /

7
0,8 y
0,7

0,6 —
05 —~

04 1=

0,3
0,2

NH1 aR

100 200 300 400 500 600 700 U(v)

ABCDETFGHI J KL COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)
68 62 715135 20 10 95 6 39 40 52 64
cp
1,000
0,900 /
0,800 ,/
POTENCIAS DISIPADAS 0,700 Wi
0,600 A
/
0,500 /
In 1>t PREARCO I’ TOTAL POTENCIA DISIPADA POTENCIA DISIPADA 0,400 '
@690V 0.8-In In + :
® ) ws) w) w) 0,300 // 2
40 55 320 8,1 14 0,200 +——
50 97 570 96 7 50 60 70 80 90 100 %In
63 220 1.300 11 19
80 370 2.300 13 23
100 570 3590 18 32 TENSION DE ARCO (U))
125 980 6.080 24 44
160 1710 10560 25 45 V)
200 3040  18.770 33 59 1600
250 5400  33.380 41 73 18656
315 10220  63.110 43 77 - P
350 12160  75.100 45 80 >z
400 23000  142.000 52 93 1300 7
1200 //
1100 A
1000
900 + %-
800 I-
700

200 300 400 500 600 700Uu(v)



RAPIDPLUS

1O

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

fusibles

aR
NH

CARACTERISTICAS t-I

L V007
| vose

|

11

1 Wsle

1 Y0SZ |

VAV

1| vo0z

+H V091
vsel

WA AT

IR

| voor
vog
Ve
L o5 —
T voy

\
L\

MR

A
\

|

100

10

0.1
0,01

(s) ooseaud ap odwal]

0.001

10.000

1.000

10

Corriente prevista (A rms)

CARACTERISTICAS DE LIMITACION

de LHN

AN

/

/
//// /
é__ 0001

ool

10000
1000
100

(e150.0 YY) BWIXEW B1UBILI0YD

Corriente prevista (A ef)



scff...  RAPIDPL

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

@ @ ‘ aR i . ! | :
NH = hL._i
fusibles wa =

830 A"
ASIENAD ohAD DECORIE =
B30VAC  200A.700A 120K ==
<§59\!<DAC> '
DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION 12t (K)
K
1,1
: f 1,0 -/
0,9 -
08 A
0,7 v
o [ Y - | /// 1
0,4 == %
03 -
02 +— ] ] ] -
100 200 300 400 500 600 700 U(V)

ABCDETFGHI J KL COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)
68 62 715150 25 10 95 6 53 48 60 72
Cp
1,000
0,900 /
0,800 7
POTENCIAS DISIPADAS 0700 /
0,600 L/
0,500 /
' 4
In 1>t PREARCO 1’ TOTAL POTENCIA DISIPADA POTENCIA DISIPADA
@690V 08-In In 0,400 E -
® (»2s) (A2s) w) (W) 0,300 - - Z-
o
200 1.550 9.430 53 95 0,200 1
250 3.250 19.670 56 100 50 60 70 80 90 100 %In
315 6.230 37.720 57 102
350 9.300 56.340 58 104
400 13.000 78.700 72 129 TENSI[]N DE ARCU [Ul_]
450 17.000 102.000 77 137
500 24.500 147.000 83 148 U
550 36.000 216.000 85 152 1600
630 47.220 283.330 95 170 1500
700 68.000 408.000 99 178 1400 L~
1300 -
L~
7
1200 -
1100 i
1000
900 < %
(]
800 Z-
700

200 300 400 500 600 700 u(v)



FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

fusibles

aR
NH

1)

CARACTERISTICAS t-I

TT T T 1
HE ZHN

DA R\

MALAN

L\

LY
LAY AN

NN\

WA

LB LT E N

WY
A\

A
WL

IHIEAW]

W

\

VWL

LY

X
Y
b, W W W W, "\ VL Y

\

T
T
L1
LY
1
\
1
1
1
\

\1\

W NI

\
\

\
\

100

10

0,1

(s) ooseaud ap odwsal]

0,01

0,001 -

10.000

1.000

100

Corriente prevista (A rms)

CARACTERISTICAS DE LIMITACION

700A
630A

dE ZHN

550A
500A
400A
350A A
315A
250A
200A

55

10000
1000

(15840 ¥) BWIXRW B8JUBIII0D

000001

00001

0001

0oL

Corriente prevista (A ef)
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FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

@@ fUSIb|eS s d

TENSION CORRIENTE PODER
ASIGNADA ASIGNADA DE CORTE

630V AC  500A.1000A  120KA

(690V AC) =

30KA
(550V DC) Q_‘

DIMENSIONES COEFICIENTE DE CORRECCION I2t (K)

@«
)
i
@

£
H

|

g

s

7L
el

Wi
§

K
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USO DE FUSIBLES RAPIDPLUS EN PORTAFUSIBLES MODULARES PMX

Las bases modulares para fusibles cilindricos tienen unos niveles de potencia
disipable que estan en concordancia con las maximas potencias que los fusi-
bles de uso general (gG) o de acompafnamiento (aM) pueden alcanzar.

Estos valores maximos para los fusibles gG/aM estan regulados por normas

(IEC/ENB0269-2). Asimismo la norma también regula la potencia disipable mi-
nima para las bases, entendiéndose como potencia disipable aquella potencia
generada en el fusible (y que se convierte en calor) que la base es capaz de
disipar, es decir, que no provoca en la base unos calentamientos superiores a

Los fusibles ultrarrapidos o de proteccion de semiconductores tienen poten-
cias disipadas superiores a las de los fusibles gG y aM; por ello existen limita-
ciones en cuanto a la aplicacién de estos fusibles en bases modulares cerra-
das. Deberemos verificar que los fusibles que queremos instalar tienen una
potencia disipada menor o igual al maximo valor disipable por la base indicado
por el fabricante.

los admisibles.

A continuacion se indican los valores limite para las bases DF ELECTRIC
que no deben ser sobrepasados bajo ningun concepto:

PMX
CILINDRICOS

portafusibles

POTENCIA DISIPADA MINIMA
IEC/ENGD269-2 3w 5W 9,5W

POTENCIA DISIPABLE MAXIMA m [T 120
PORTAFUSIBLES DF ELECTRIC

W Wx-zlel,
10t £
s g ‘
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COEFICIENTE DE CORRECCION C,

Debido a los altos valores de potencia disipada de los fusibles NH aR, es necesario
aplicar un coeficiente de reduccion que determina la maxima corriente admisible
cuando estos fusibles se instalan en una base NH o en un seccionador.

Iyax =Inx Cp

In BASES NH SECCIONADORES In BASES NH SECCIONADORES
ABIERTAS NH ABIERTAS NH
@ @
16 1 1 200 0,70 0,65
(@ 20 1 1 250 0,70 0,65
25 1 1 315 0,70 0,65
32 1 1 350 0,70 0,65
40 1 1 400 0,70 0,65
50 1 1 450 0,65 0,60
63 1 1 500 0,65 0,60
80 1 0.95 550 0,65 0,60
100 1 0,90 630 0,65 0,55
125 0,95 0,85 700 0,65 0,55
160 0,90 0,75
200 0,80 0,70
250 0,80 0,60
40 1 0.95 500 0,70 0,65
50 0,90 0,85 550 0,70 0,65
63 0,90 0,85 630 0,70 0,65
80 0,90 0,85 700 0,70 0,60
100 0,90 0,85 800 0,70 0,60
125 0,75 0,70 900 0,65 0,55
160 0,75 0,70 1000 0,60 0,50
200 0,75 0,70
250 0,75 0,70
315 0,75 0,65
350 0,70 0,65
400 0,70 0,60




